2 TRZMA NIEZALEINYML UL1111N
TRANZYSTORAMI

CHARAKTERYSTYKA UKEADU

Monolityczny uklad scalony UL1111N, zawierajacy dwa tranzystory polaczone w ukladzie
réznicowym oraz trzy tranzystory niezalezne, przeznaczony jest do stosowania w sprzgcie
powszechnego uzytku. Uklad odznacza si¢ duza uniwersalno$cia zastosowan i pracg w
szerokim zakresie czgstotliwosci.

Uktad jest produkowany w obudowie plastykowej typu TO116 — rysunek R.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

WARTOSCI GRANICZNE PARAMETROW DOPUSZCZALNE
W EKSPLOATACIJI (¢,,, = +25°C)

Napigcie state miegdzy kolektorem a emiterem Uck max 15 \'%
Napigcie stale migdzy kolektorem a bazg Ucg max 20 A%
Napiecie stale migdzy kolektorem a podlozem Ucs max 20 Vv
Napigcie stale migdzy emiterem a baza Ugp max 5 \%
Prad staly kolektora (jeden tranzystor) Ie max 50 mA
Moc strat dla jednego tranzystora Pise 300 mW

Moc strat dla catego uktadu Prarex 750 mW



Temperatura pracy Lamb

—25+470

Temperatura przechowywania tyy, —40++125

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE (1., = +25°C)

Prad zerowy kolektora
—Ig=0,U;p=10V

Prad zerowy emitera

=T =0, Ugp =10V

Napigcie przebicia kolektor-emiter
—Ip=0, Ic = 1l mA U(sr)cEo
Napigcie przebicia kolektor-baza

—Ig=0, Ic = 10 pA U(sr)cso
Napigcie przebicia emiter-baza

—Ic=0,Iz =10 pA U(sr)Epo0
Napigcie przebicia kolektor-podtoze

—Iz;=0,I;=0, Iy = 10 pA U(gr)cs
Napiecie stale emiter-baza

—Io=1mA, Ugp=3V Use
Statyczna warto$¢ wspdlczynnika wzmocnienia pradowego

— U =3V, I =1mA Boig
Wejsciowe napiecie niezrownowazenia

—Ug=3V, I =1mA Ui
Czgstotliwo$¢ graniczna tranzystora

— U =3V, I. = 3mA, f= 100 MHz fr
Wspdlczynnik szumow

— U =3V, I, =0,1mA, f=1kHz, Rz = 1 kQ F
Pojemno$¢ emiter-baza

—Ugp=3V, Iz =0,f= 5MHz Ckso
Pojemnoé¢ kolektor-baza

—Up=3V,I.=0,f=5MHz ‘ Ccso
Pojemno$é kolektor-podtoze -

—Ues=3V, I. =0, f=5MHz Ces
Matosygnatowa warto$§¢ zwarciowej impedancji wej$-

ciowej

—Ucg=3V, Ic=1mA, f=1kHz hite
Matosygnalowa warto§¢ zwarciowego wspolczynnika

przenoszenia pradowego

—Ucg=3V, Icr=1mA, f=1kHz haie
Malosygnatowa warto$é rozwarciowego wspolczynnika

wstecznego przenoszenia napigciowego

—Ug=3V, I =1mA, f=1kHz hize
Matosygnatowa warto$é rozwarciowej admitancji wyjs-

ciowej

—U;=3V,I.=1mA, f=1kHz hjyze
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ZASTOSOWANIE

Uwaga: Kolektor kazdego tranzystora z uktadu UL1111N jest odizolowany od podloza
ztaczem p-n. W celu zapewnienia poprawnej pracy tranzystoréw, podtoze musi byé dotaczone
do potencjatu niZszego niz potencjat kolektora kazdego z tranzystoréw. Wdwczas poszcze-
golne tranzystory beda odizolowane od siebie.

Wyeliminowanie niepozadanych sprzgzen pomigdzy tranzystorami uzyskuje si¢ przez uzie-
mienie podioza dla przebiegdw zmiennych za pomoca odpowiedniego kondensatora.
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Stabilizator napigcia

Parametry stabilizatora:

— napigcie wejsciowe U; 1115 v
— napiecie wyjsciowe Uo 9 VvV
— prad wyjsciowy I 650 mA

— wspolczynnik stabilizacji napigcia oty +0,3 %
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Wzmacniacz mocy malej czestotliwosci
Parametry wzmacniacza mocy:
— spoczynkowy prad zasilania Icco 8 mA
— pobér pradu zasilania przy Po = 2,8 W Icc 610 mA
— moc wyjSciowa przy 4 = 10%, f = 1 kHz Po 2,8 W
— napiecie wejciowe Up 160 mV
kHz

— pasmo przenoszonych czgstotliwosci BW 0,025=30



